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序＞近年、省エネルギー化が図れるシリコンカーバイド(SiC)パワーデバイスが注目を浴びており、プ

ロセス技術の研究が盛んに行われている。我々はこれまでに n 型 4H-SiC 上に Si 層を堆積させた後に

加熱処理をするシリコンキャップアニール(SiCA)を行うことで、Si 層を除去した後もオーミックコン

タクトが得られることを報告している[1,2]。また、硬 X 線光電子分光測定より、SiCA を行った SiC 表

面近傍に多量の電子が誘起されている可能性があることを報告した[3]。本研究では、この SiCA の到

達温度を変化させた場合における表面状態とコンタクト特性の関係を調査した。 

実験＞n型4H-SiC基板(抵抗率0.02 Ω ⋅ cm)のSi面を用いて実験を行った。RCA洗浄、フッ酸処理後、RF

スパッタ装置により基板温度300℃でアモルファスシリコン(a-Si)層を約25 nm堆積した。その後、Ar雰

囲気中でSiCAを到達温度(Tmax) 800 ~ 1280℃の範囲で行った。その後、70℃のTMAHによりSi層を除去

し、真空蒸着法によりAlを蒸着後、フォトリソグラフィによりTLM電極を形成した。 

結果及び考察＞Figure 1 に各 Tmaxにおける I-V 特性図を示す。Tmax= 1000℃以下においてはショットキ

ー特性となり、Tmax= 1100℃以上においてオーミック特性が得られた。TLM 解析により求めたコンタク

ト抵抗率は Tmax= 1100, 1200, 1280℃に対し、それぞれ 1.2, 1.1, 1.1×10-3Ωcm2とほぼ同じ値になった。 

Figure 2 に SiCA 後の Si/SiC 構造の表面 SEM 像を示す。Tmax=900℃以下においては Si層に顕著な変化

は見られなかった。しかし、Tmax=1000℃より Si層の凝集が始まり、それに合わせて電流値が増加して

いることが分かった。SiC 上の Si層の被覆率を Fig.3 に示す。Tmaxが高くなるにつれ、被覆率が 61%か

ら 20%と大きく減少し、抵抗値の減少とよく相関しているこ

とが分かった。コンタクト抵抗率は変化していないにも関わ

らず抵抗値が減少していることから、電極間の抵抗値が低く

なっていることが示唆され、このことから SiC 表面に電子が

誘起されていると考えられ、HAXPES の結果と整合する結果

となった。 

結論＞SiCA を Tmax=1000℃以上で行い Si 層に凝集が生じる

と、電流値が著しく増加するとともにオーミックコンタクト

が形成されていることが分かった。 

謝辞＞本研究の一部は広島大学ナノデバイス・バイオ融合科

学研究所の支援の下に行われた。 

参考文献＞ [1] 谷口 太一、他、第 64 回応用物理学会春季学

術講演会 15p-F204-8 (2017). 

[2] H. Hanafusa, et al, Mater. Sci. Forum. 778, (2014) 649. 

[3] 東堂 大地、他、第 65 回応用物理学会春季学術講演会  

20a-D103-2 (2018). 

 

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

800℃
900℃
1000℃
1100℃
1200℃
1280℃

C
ur

re
nt

 (
A

)

Voltage (V)  
Fig.1 I-V characteristics of the Al/SiC 

samples formed at different Tmax. 

 

Fig.2 SEM images of Si/SiC surface after SiCA 

Tmax=(a)900℃,(b)=1000℃,(c)1200℃ 

and (d)1280℃, respectively. 
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Fig.3 Coverage of Si layer on SiC surface 

and resistance between the electrodes 

 as functions of Tmax. 
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